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1. 緒言 

我々の研究室ではこれまで、コールドウォールCVD法によるIr触媒からの単層カーボンナノチ

ューブ（SWCNT）成長を報告してきた[1]。今回，コスト的に有利なホットウォールCVD法を用い

て、Si基板上に堆積させたIr触媒からのSWCNT成長を試みた。特にエタノールの流量と成長温度

が SWCNT成長に与える影響について調べた。 

2. 実験方法 

SiO2/Si基板にアークプラズマガンを用いてIr触媒を厚さ0.3 nm相当蒸着した。ホットウォール反

応器内で、エタノール蒸気を流しSWCNT成長を行った。作製した試料はラマン分光とFESEMによ

り評価を行った。 

3. 結果と考察 

エタノールの流量を最適化することにより、成長温度 700°C から 900°C の間で SWCNT を成長

させることに成功した。 488、532、671、および 785 nm の 4 種類の励起波長のレーザを用いて行

ったラマンスペクトル測定の結果、700°C および 800°C で Ir 触媒から成長した SWCNT の多くは

直径が 1.0 nmより細いことがわかった。 成長温度が 800°C を超えると、垂直に配列した SWCNT

が成長し、900°C では、エタノール流量 500 sccm 下で 60 分間の成長後，SWCNT 膜は厚さが 1.8 

μmに達した(Fig.1) [2]。 ただし、900°C では SWCNT の直径は太くなり、多くは 1 nm以上に分布

していた。 本結果から、成長温度を 800℃にすることでホットウォール CVD 法を用いても Ir 触

媒から細径の SWCNT が垂直配向して成長することが示された。 
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Fig.1 Cross-sectional SEM images of SWCNTs grown at 900 °C under an ethanol 

flow rate of 500 sccm for (a) 10, (b) 30 and (c) 60 min. 
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